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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月15日(2014.7.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のフォトダイオードと、
　第２のフォトダイオードと、
　第１の増幅回路と、
　第２の増幅回路と、を有し、
　前記第１のフォトダイオードは、可視光を吸収し赤外光を透過する機能を有し、
　前記第２のフォトダイオードは、前記赤外光を吸収し前記可視光を透過する機能を有し
、
　前記第１の増幅回路は、前記第１のフォトダイオードで発生した光電流に対応する電荷
を増幅する機能を有し、
　前記第２の増幅回路は、前記第２のフォトダイオードで発生した光電流に対応する電荷
を増幅する機能を有し、
　前記可視光と前記赤外光とを含む入射光が入射される側に前記第１のフォトダイオード
が位置し、前記第１のフォトダイオードと前記第２のフォトダイオードとは重なる領域を
有するように設けられることを特徴とする光検出装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第２のフォトダイオードは、ｐ型半導体領域と、ｉ型半導体領域と、ｎ型半導体領
域と、を有し、
　前記入射光が入射される側からみた場合に、前記第１のフォトダイオードの面積は、前
記第２のフォトダイオードにおける前記ｉ型半導体領域の面積よりも大きいことを特徴と
する光検出装置。
【請求項３】
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　請求項１または請求項２において、
　前記第１の増幅回路と前記第２の増幅回路とは、チャネルが酸化物半導体層に形成され
るトランジスタを有することを特徴とする光検出回路。
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